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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Розробка та вдосконалення методів отримання кристалів на основі оксидів для потужних лазерних систем

Назва роботи англійською:
Development and modernization of methods for obtaining crystals based on oxides for high-power laser systems

Реферат українською:
Розвинуто фізико-хімічні основи технології отримання широкоапертурних монокристалів (105х105 мм2)
титан-сапфіру методом ГСК з градієнтним допуванням, які характеризуються високою рівномірністю
розподілу активних іонів Ti3+ ( до ± 0,001-0,002 мас.% Ti), однорідним розподілом дисторсії хвильового
фронту і FOM ~ 120-140. Розроблено дифузійний спосіб допування кристалів магній-алюмінієвої шпінелі
іонами кобальту і отримано пасивні модулятори добротності (на довжину хвилі 1,54 мкм), які
продемонстрували стабільну генерацію імпульсів із частотою 1 Гц та енергією 0,3-0,35 мДж і тривалості в
межах 13-17 нс. Продемонстровано принципову можливість застосування вуглецевмісних газових середовищ
та молібденових тиглів (iridium-free технологія) для вирощування лазерних кристалів Y3Al5O12:Nd, Er, Yb 

Реферат англійською:
 Physicochemical bases of technology for obtaining wide-aperture single crystals (105x105 mm2) of titanium-
sapphire by HDC gradient doping method, characterized by high uniformity of distribution of active Ti3+ ions (up
to ± 0.001-0.002 wt.% Ti), homogeneous distribution of wavefront distortion and FOM 120-140 was developed. The
diffusion method for doping magnesium-aluminum spinel crystals with cobalt ions was developed and saturable
absorber for passive Q-switch operation (1.54 μm wavelength) were obtained, which demonstrated stable pulse
generation with a frequency of 1 Hz and an energy of 0.3-0.35 mJ and a duration within 13 -17 ns. The fundamental
possibility of using carbon-containing gaseous media and molybdenum crucibles (iridium-free technology) for the
growing of Y3Al5O12:Nd, Er, Yb laser crystals has been demonstrated.
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